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Opis:

Ostatnio podejmowane sg ogromne wysitki w celu opracowania urzadzen optoelektronicznych
pracujgcych w zakresie dalekiego ultrafioletu (UV), przydatnego do oczyszczania wody, dezynfekcji
oraz innych zastosowan medycznych. Posréd zwigzkéw azotkowych obiecujgcym kandydatem jest
heksagonalny BN (h-BN). Jest to szeroko-przerwowy poétprzewodnik (~ 6 eV) o bardzo wysokiej
stabilnosci termicznej i chemicznej. Stwierdzono, ze intensywnos¢ fotoluminescencji h-BN jest prawie
100 razy wieksza niz komercyjnych warstw AIN.

Jednoczesnie, obserwuje sie znaczgcy wzrost znaczenia poétprzewodnikow tlenkowych. Niski koszt
warstw ZnO, ich wysoka jakos¢ krystaliczna i odpornos¢ na promieniowanie sprawiajg, ze tlenki mogg
konkurowa¢ z materiatami opartymi na GaN. Ponadto, materiaty na bazie ZnO majg wazine
potencjalne zastosowania przemystowe i medyczne ze wzgledu na ich wiasciwosci
biokompatybilnosci i biodegradowalnosci. W zakresie dalekiego UV, obiecujagcymi kandydatami sg
oparte na ZnMgO struktury kwantowe krystalizujgce w strukturze soli kamiennej (rocksalt - RS)
z przerwg energetyczng 4.2-7.8 eV.

W diodach elektroluminescencyjnych, czy laserach emisja swiatta strojona jest poprzez zmiane sktadu
chemicznego struktury kwantowej i/lub grubosci jej warstw, a tym samym poprzez zmiane wielkosci
przerwy energetycznej. W projekcie przebadane zostang metodami ab-initio struktury oparte na
bazie h-BN i RS-ZnMgO, z uwzglednieniem wptywu wszystkich mikroskopowych mechanizméw na
przerwy energetyczne.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie podstaw teoretycznych do zastosowan szerokoprzerwowych struktur
kwantowych w optoelektronice dalekiego UV. Przebadane zostang metodami ab-initio struktury
kwantowe na bazie h-BN i RS-ZnMgO. Ostateczne wskazania do poszerzenia zakresu dtugosci fal
emitowanych w urzadzeniach optoelektronicznych w kierunku dalekiego UV zostang sformutowane
na bazie wynikdw teoretycznych w poréwnaniu z eksperymentami prowadzonymi w Instytucie Fizyki
PAN oraz w Instytucie Fizyki UW

Wymagania:

- wskazane jest ukonczenie studiow magisterskich o kierunku fizyka lub pokrewnym oraz
predyspozycje do pracy naukowej w dziedzinie fizyce teoretycznej lub komputerowej.



